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(57)【要約】
【課題】湿式型有機層における膜厚むらの発生を抑制す
ることが可能な有機電界発光素子およびその製造方法な
らびに表示装置を提供する。
【解決手段】有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは、
駆動パネル１０上に、画素ごとに配設された第１電極１
１、絶縁膜１２、無機酸化物膜１３、正孔注入層１４、
正孔輸送層１５、各色発光層、電子輸送層１７、電子注
入層１８および第２電極１９をこの順に積層してなる。
絶縁膜１２には、第１電極１１を露出する開口部１２ａ
が設けられ、この開口部１２の中央領域Ｄ１から周縁領
域Ｄ２にかけて無機酸化物膜１３が連続的に形成されて
いる。正孔注入層１４は、湿式型の正孔注入材料を含み
、上記無機酸化物膜１３上に湿式の手法により成膜され
る。絶縁膜１２および第１電極１１の各表面に対する濡
れ性の差に起因して、正孔注入層１４に膜欠陥等が生じ
ることが抑制される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に設けられた第１電極と、
　前記第１電極上に形成されると共に開口部を有する絶縁膜と、
　前記絶縁膜の開口部に形成された無機酸化物膜と、
　前記無機酸化物膜に接して形成された湿式型有機層と発光層とを有する有機層と、
　前記有機層上に形成された第２電極と
　を備えた有機電界発光素子。
【請求項２】
　前記無機酸化物膜は、酸化ニオブ、酸化シリコンおよび酸化インジウムのうち少なくと
も一種により構成されている
　請求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項３】
　前記無機酸化物膜の厚みは５ｎｍ以下である
　請求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項４】
　前記湿式型有機層は正孔注入層である
　請求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項５】
　前記正孔注入層は、アニリン誘導体と有機酸とを含む層、およびチオフェン誘導体と有
機酸とを含む層のうちのいずれか一層、もしくはこれらの積層により構成されている
　請求項６に記載の有機電界発光素子。
【請求項６】
　前記絶縁膜は、有機材料により構成されている
　請求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項７】
　前記第１電極は、アルミニウム（Ａｌ）を主成分とし、このアルミニウムよりも仕事関
数の小さな元素を副成分として含む合金層を有する
　請求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項８】
　前記発光層から発せられた光を、前記第２電極の側から出射する
　請求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項９】
　基板上に第１電極を形成する工程と、
　前記第１電極上に、開口部を有する絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜の開口部に無機酸化物膜を形成する工程と、
　前記無機酸化物膜上に、湿式型有機層を形成したのち、その上方に発光層を成膜するこ
とにより有機層を形成する工程と、
　前記有機層上に第２電極を形成する工程と
　を含む有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記湿式型有機層に用いられる溶媒の前記無機酸化物膜に対する接触角を、前記開口部
の中央領域と周縁領域との間で、接触角差が５°以下となるようにする
　請求項９に記載の有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１１】
　前記絶縁膜を感光性樹脂により構成する
　請求項９に記載の有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記無機酸化物膜を形成したのち、前記湿式型有機層を形成する前に、前記無機酸化物
膜の表面に、プラズマ処理またはＵＶオゾン処理を施す
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　請求項９に記載の有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記湿式型有機層を湿式型の正孔注入材料を用いて形成する
　請求項９に記載の有機電界発光素子の製造方法。
【請求項１４】
　基板上に複数の有機電界発光素子を備え、
　前記有機電界発光素子は、
　基板上に設けられた第１電極と、
　前記第１電極上に形成されると共に開口部を有する絶縁膜と、
　前記絶縁膜の開口部に形成された無機酸化物膜と、
　前記無機酸化物膜に接して形成された湿式型有機層と発光層とを有する有機層と、
　前記有機層上に形成された第２電極と
　を有する表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機材料の電界発光（Electro Luminescence：ＥＬ）現象を利用した有機電
界発光素子（以下、有機ＥＬ素子という）およびその製造方法ならびにこれを用いた表示
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬ素子は、次世代の中大型ディスプレイに利用される発光素子として期待
されている。１９８７年にＥａｓｔｍａｎ　Ｋｏｄａｋ社のＴａｎｇらが、低電圧駆動、
高輝度発光が可能なアモルファス発光層を有する積層構造の有機薄膜電界発光素子を発表
して以来、車載オーディオ用途、モバイル機器用途のディスプレイが実用化され、ＣＲＴ
、プラズマディスプレイ、液晶ディスプレイに変わるホームユースのディスプレイとして
の開発も進められている。
【０００３】
　図１８は、従来の有機ＥＬ素子１００の概略構成を示す断面図である。有機ＥＬ素子１
００は、例えばガラス等からなる透明な基板１０１上に、陽極１０２、有機層１０３およ
び陰極１０４がこの順に積層されたものである。有機層１０３は、陽極１０２の側から順
に、正孔注入層１０３１、正孔輸送層１０３２および電子輸送性の発光層１０３３を積層
させた構成となっている。この有機ＥＬ素子１００では、陰極１０４から注入された電子
と陽極１０２から注入された正孔とが発光層１０３３にて再結合し、この再結合の際に生
じる光が陽極１０２または陰極１０４を介して取り出される。
【０００４】
　上記有機ＥＬ素子は、自発光であり、超薄型、高視野角、高コントラスト、高速応答等
を実現することを特徴としているが、特に中大型パネルを考慮した場合、低コストで量産
が可能な手法を見出していくことが求められている。このためには、有機層の成膜工程を
簡素化することが重要である。一般に、有機層は真空蒸着法などの手法を用いて成膜され
、量産では大掛かりな真空設備が必要となる。このような真空設備は高額の設備投資費用
が必要なだけでなく、真空状態を維持するための費用が必要となり、低コスト化、量産化
を阻害する要因となっている。従って、真空中ではなく、大気や窒素等の不活性な雰囲気
中において、また常圧下で、有機層を成膜することが望まれている。
【０００５】
　そこで、有機層のうち、例えば正孔注入層を、湿式型の正孔注入材料を用いて塗布法な
どにより成膜する手法が提案されている（例えば、特許文献１～４参照）。湿式型の正孔
注入材料としては、一般に、ＰＥＤＯＴと称されるポリチオフェン誘導体あるいはポリア
ニリン誘導体が用いられている。
【０００６】
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【特許文献１】特開２００３－２９７５８１号公報
【特許文献２】特開２００３－７４６１号公報
【特許文献３】特許第３６０１７１６号公報
【特許文献４】特許第３７４５５７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、複数の有機ＥＬ素子を用いたディスプレイでは、画素ごとに配設した陽極の上
に、画素同士を絶縁するための絶縁膜がパターニング形成されている。この絶縁膜には、
陽極を露出させるための開口が設けられ、この開口部分に有機層が成膜される。このため
、上記正孔注入層は、絶縁膜の開口部分において、絶縁膜および陽極に接して形成される
こととなる。ところが、これらの絶縁膜および陽極の材質や表面形状等によっては、正孔
注入材料が弾かれてしまい、正孔注入層に膜厚むらや膜抜けが生じるという問題がある。
【０００８】
　なお、上記問題を解決すべく、正孔注入材料に添加材を加える手法や、正孔注入材料塗
布前の絶縁膜に対して、フッ素系ガスのプラズマ処理を施して絶縁膜表面を疎液化する手
法（特許文献３参照）、光触媒を利用した手法（特許文献４参照）等が提案されている。
しかしながら、これらの手法では、十分な膜厚精度を確保することが難しく、改善の余地
があった。
【０００９】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、湿式型有機層における膜
厚むらの発生を抑制することが可能な有機電界発光素子およびその製造方法ならびに表示
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の有機電界発光素子は、基板上に設けられた第１電極と、第１電極上に形成され
ると共に開口部を有する絶縁膜と、絶縁膜の開口部に形成された無機酸化物膜と、無機酸
化物膜に接して形成された湿式型有機層および発光層を有する有機層と、有機層上に形成
された第２電極とを備えたものである。但し、本発明における「湿式型」とは、各種溶媒
によって溶液化が可能であり、塗布形成することの可能なものをいう。
【００１１】
　本発明の有機電界発光素子の製造方法は、基板上に第１電極を形成する工程と、第１電
極上に開口部を有する絶縁膜を形成する工程と、絶縁膜の開口部に無機酸化物膜を形成す
る工程と、無機酸化物膜上に湿式型有機層を形成したのち、その上層に発光層を成膜する
ことにより有機層を形成する工程と、有機層上に第２電極を形成する工程とを含むもので
ある。
【００１２】
　本発明の表示装置は、基板上に上記本発明の有機電界発光素子を複数備えたものである
。
【００１３】
　本発明の有機電界発光素子および有機電界発光素子の製造方法ならびに表示装置では、
第１電極上における絶縁膜の開口部において、絶縁膜および第１電極と湿式型有機層との
間に、無機酸化物膜が設けられている。ここで、仮に絶縁膜および第１電極の各表面に直
に湿式型有機層を形成した場合には、湿式型有機層の上記各表面に対する濡れ性の差に起
因して、局所的に膜抜け（膜欠陥）等が発生する。上記のような無機酸化物膜が設けられ
ていることにより、このような濡れ性の差に起因した膜抜け等の発生が抑制される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の有機電界発光素子および有機電界発光素子の製造方法ならびに表示装置によれ
ば、第１電極上に設けられた絶縁膜の開口部に無機酸化物膜を形成し、この無機酸化物膜
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上に湿式型有機層を設けるようにしたので、湿式型有機層における膜厚むらの発生を抑制
することが可能となる。これは、有機層成膜時における真空工程の削減につながり、中大
型ディスプレイの低コスト化および量産化に有利となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る表示装置１の断面構造を表すものである。表示装
置１は、薄型の有機ＥＬディスプレイとして好適に用いられ、マトリクス状に配設された
複数の画素を個別に駆動して表示を行うアクティブマトリクス方式の表示装置である。こ
の表示装置１では、駆動パネル１０上に、Ｒ（Red：赤）画素としての有機ＥＬ素子１０
Ｒ、Ｇ（Green：緑）画素としての有機ＥＬ素子１０Ｇ、およびＢ（Blue：青）画素とし
ての有機ＥＬ素子１０Ｂが、順に全体としてマトリクス状に設けられている。駆動パネル
１０は、例えばガラスなどよりなる基板上に、上記有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ
のそれぞれを駆動するためのＴＦＴ（Thin Film Transistor；薄膜トランジスタ）を含む
画素駆動回路（後述）が形成されたものである。駆動パネル１０に使用される基板は、ガ
ラス基板に限らず、シリコン基板などであってもよく、また、フィルム状のフレキシブル
基板を用いるようにしてもよい。駆動パネル１０上の有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０
Ｂは、接着層３１を介して封止パネル２０によって封止されている。また、有機ＥＬ素子
１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ上には、必要に応じて保護膜３０が形成されている。
【００１７】
　このような表示装置１は、例えば駆動パネル１０と反対側の面から発光光が取り出され
るトップエミッション（上面発光）構造を有している。このトップエミッション構造によ
り、発光部の開口率を向上させることができる。これにより、必要輝度を得るために各素
子に印加する電流密度を小さくすることができるため、素子の長寿命化を図ることが可能
となる。なお、この場合、駆動パネル１０側に設けられる第１電極１１（後述）は反射電
極として機能する一方、封止パネル２０側に設けられる第２電極１９（後述）は透明ある
いは半透明電極により構成される。以下、表示装置１における各要素の具体的な構成につ
いて説明する。
【００１８】
　有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂはそれぞれ、駆動パネル１０上に、陽極としての
第１電極１１を有している。第１電極１１上には、開口部１２ａを有する絶縁膜１２が形
成されており、この開口部１２ａの上方に、各色の発光層（赤色発光層１６Ｒ，緑色発光
層１６Ｇ，青色発光層１６Ｂ）をそれぞれ含む有機層が形成されている。具体的には、有
機層は、正孔注入層１４（湿式型有機層）、正孔輸送層１５、発光層（赤色発光層１６Ｒ
，緑色発光層１６Ｇまたは青色発光層１６Ｂ）、および電子輸送層１７がこの順に積層し
たものである。このような積層構造を有する各有機層を覆うように、有機ＥＬ素子１０Ｒ
，１０Ｇ，１０Ｂに共通の陰極としての第２電極１９が、電子注入層１８を介して設けら
れている。なお、有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂでは、各発光層以外の構成は同様
となっている。
【００１９】
　第１電極１１は、駆動パネル１０上に、有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂごとに配
設され、上記有機層における正孔注入層１４に正孔を注入する電極として機能するもので
ある。また、本実施の形態のように、トップエミッション構造の場合には、反射金属とし
ても機能するため、できるだけ高い反射率を有する金属により構成することが発光効率を
高める上で望ましい。例えば、第１電極１１の構成材料としては、アルミニウム（Ａｌ）
、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金
（Ｐｔ）、ネオジム（Ｎｄ）などの金属元素の単体または合金が挙げられる。第１電極１
１は単層構造でもよいし複数の層の積層構造でもよい。
【００２０】
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　但し、好ましくは、第１電極１１は、アルミニウムを主成分としたアルミニウム合金を
含んで構成される。これは、ショートやマイグレーションによる断線の発生を抑制するこ
とができるためである。また、この場合、アルミニウムの仕事関数が比較的小さいことを
補うために、副成分金属として、銅、パラジウム、金、ニッケルまたは白金等の仕事関数
が高い金属元素を２０～３０％程度含むようにするとよい。
【００２１】
　より好ましくは、アルミニウム合金の副成分として、主成分のアルミニウムよりも仕事
関数が小さい金属元素、例えばランタノイド系列元素、具体的にはネオジム等を含んで構
成される。このように、アルミニウムを主成分とする合金に、アルミニウムよりも仕事関
数の低い金属元素を加えることで、アルミニウム合金の安定性を向上させると共に、上記
のような仕事関数の高い金属元素を用いる場合に比べ、安価な第１電極１１を形成可能と
なる。特に、正孔注入層１４にアザトリフェニレンまたはトリフェニレンの誘導体を用い
た場合には、良好な導通及び発光効率を得ることが可能となる。また、上記アルミニウム
合金層における副成分元素の含有量は、約１０重量％以下であることが好ましい。これに
より、アルミニウム合金の反射率を維持しつつ、製造プロセスにおける安定性を保持する
と共に、加工精度や化学的安定性、更には導電性や基板との密着性も向上する。なお、副
成分として、上記ランタノイド系列元素の他に、シリコン（Ｓｉ）や銅（Ｃｕ）などの元
素を含んでも良い。
【００２２】
　なお、上記のような構成材料よりなる第１電極１１と駆動パネル１０との間には、第１
電極１１の駆動パネル１０への密着性を高めるための他の導電層、例えばＩＴＯ（インジ
ウム・錫酸化物）やＩＺＯ（インジウム・亜鉛酸化物）などの透明導電層が設けられてい
てもよい。
【００２３】
　絶縁膜１２は、各画素間の絶縁性を確保するものであり、有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ
，１０Ｂにおける各発光領域に対応して、開口部１２ａを有している。この開口部１２ａ
によって、第１電極１１の上面の一部が絶縁膜１２から露出するようになっている。絶縁
膜１２は、有機材料、例えばポリフェノール樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリイミド樹
脂、アクリル樹脂等の感光性樹脂により構成されている。このような有機材料を用いるこ
とにより、例えばフォトリソグラフィ法を用いたパターニングが可能となり、無機材料を
用いる場合に比べて加工性が向上する。開口部１２ａでは、その中央領域Ｄ１から周縁領
域Ｄ２にかけてテーパが形成されており、この開口部１２ａのテーパ形状に沿って有機層
が形成される。なお、開口部１２ａの中央領域Ｄ１が各画素の主発光領域に対応する。
【００２４】
　このような絶縁膜１２の開口部１２ａには、無機酸化物膜１３が形成されており、この
無機酸化物膜１３を介して上記有機層における正孔注入層１４が設けられている。具体的
には、無機酸化物膜１３が、開口部１２ａによって絶縁膜１２から露出した第１電極１１
の上面と絶縁膜１２のテーパ面とを覆うように、開口部１２ａの中央領域Ｄ１から周縁領
域Ｄ２にかけて連続的に形成されている。このような無機酸化物膜１３に接するように、
正孔注入層１４が形成されている。
【００２５】
　無機酸化物膜１３は、絶縁膜１１および第１電極１１の各表面と正孔注入層１４との密
着性を向上させるために設けられるものである。この無機酸化物膜１３は、基板面内にお
いて正孔注入層１４が形成される領域と同一の領域内（同一の幅、面積）に設けられてい
ることが好ましい。これは、無機酸化物膜１３が、第１電極１１の端子部や第２電極１９
の端子部にまではみ出して形成されてしまうと、接触抵抗の増加や接触不良の原因となる
からである。
【００２６】
　この無機酸化物膜１３は、半導体や絶縁体により構成されることが好ましく、この場合
、例えば次に挙げる元素の酸化物を含んで構成されている。元素としては、例えばケイ素
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（Ｓｉ）、アルミニウム、亜鉛（Ｚｎ）、鉛（Ｐｂ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（
Ｗ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、クロム（Ｃｒ）
、マンガン（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、バリウム（Ｂａ）、バナジウム（Ｖ）、銀、アンチモ
ン（Ｓｂ）、ビスマス（Ｂｉ）、ベリリウム（Ｂｅ）、セリウム（Ｃｅ）、コバルト（Ｃ
ｏ）、銅、カルシウム（Ｃａ）、ガリウム（Ｇａ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、ハフニウム
（Ｈｆ）、イリジウム（Ｉｒ）、ランタン（Ｌａ）、ルテチウム（Ｌｕ）、マグネシウム
（Ｍｇ）、ネオジム、ニッケル、ニオブ（Ｎｂ）、パラジウム、白金、レニウム（Ｒｅ）
、ルテニウム（Ｒｕ）、スカンジウム（Ｓｃ）、サマリウム（Ｓｍ）、スズ（Ｓｎ）、ス
トロンチウム（Ｓｒ）、ユーロピウム（Ｅｕ）、テルビウム（Ｔｂ）、タリウム（Ｔｌ）
、イットリウム（Ｙ）が挙げられる。
【００２７】
　なお、上記無機酸化物膜１３は、半導体や絶縁体に限られず、導電性を有する無機複合
酸化物、例えば、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＣｄＩｎ2Ｏ4、ＭｇＩｎ2Ｏ4、ＩｎＧａＭｇＯ4、Ｚ
ｎＳｎＯ3、ＡｇＳｂＯ3等により構成されていてもよい。
【００２８】
　但し、無機酸化物膜１３が半導体、絶縁体および導電体のうちいずれの材料で構成され
ているかによって、すなわち導電性の大きさに応じて、無機酸化物膜１３の膜厚を設定す
ることが必要である。例えば、導電性の小さな材料で構成する場合には、膜厚が大きすぎ
ると素子の高電圧化につながるため、無機酸化物膜１３の膜厚は好ましくは５ｎｍ以下、
より好ましくは３ｎｍ以下とする。逆に、導電性の大きな材料で構成する場合には、膜厚
が大きすぎると、絶縁膜１２の周縁領域Ｄ２付近において発光リークが発生する虞がある
ため、無機酸化物膜１３の膜厚は好ましくは５ｎｍ以下、より好ましくは３ｎｍ以下とす
る。
【００２９】
　このような無機酸化物膜１３は、また、開口部１２ａの中央領域Ｄ１から周縁領域Ｄ２
にかけて均一な膜厚で形成されていることが好ましい。
【００３０】
　続いて、上記無機酸化物膜１３上に形成された有機層の具体的な構成について説明する
。
【００３１】
　正孔注入層１４は、正孔注入効率を高めるためのものであると共に、リークを防止する
ためのバッファ層として機能するものである。本実施の形態では、この正孔注入層１４が
、湿式型の正孔注入材料を含んで構成され、厚みが例えば５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であ
る。なお、「湿式型」とは、詳細は後述するが、各種溶媒によって溶液化が可能であり、
塗布形成することの可能なものである。このような湿式型の正孔注入材料としては、例え
ば、有機酸を含むアニリン誘導体、および有機酸を含むチオフェン誘導体が挙げられる。
正孔注入層１４は、これらの正孔注入材料により構成される層の単層あるいは積層したも
のにより構成される。
【００３２】
　具体的には、アニリン誘導体としては、例えば以下の化１によって表されるもの、チオ
フェン誘導体としては、例えば以下の化２によって表されるものがそれぞれ用いられる。
また、有機酸としては、例えば以下の化３～５によって表されるものが挙げられる。
【００３３】
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【化１】

【００３４】
【化２】

【００３５】
【化３】

【００３６】
【化４】

【００３７】
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【化５】

【００３８】
　但し、化１に示した構造式中のＡ，Ｂ，Ｃにはそれぞれ、例えば以下の化６～１０によ
って表されるもののうちいずれか１種が用いられる。また、α1～α5はそれぞれ、水素、
炭化水素基（飽和または不飽和）、炭化水素オキシ基（飽和または不飽和）、アリール基
（置換または未置換）、アリールオキシ基（置換または未置換）もしくは複素環基（置換
または未置換）を表す。またｌ、ｍ、ｎはそれぞれ、０または正の整数を示す。また、化
２に示した構造式中の、Ｅは、置換または未置換のアルキレン基（－ＣnＨ2n、但しｎ＝
１ ～５）であり、好ましくはエチレン基またはプロピレン基である。Ｇは、酸素（Ｏ）
または硫黄（Ｓ）を表す。また、ｑは、１以上の整数を示す。更に、化３に示した構造式
中のＤはベンゼン、ナフタレン、アントラセンおよびフェナントレン等の芳香族炭化水素
化合物、ピリジン、キノリン誘導体、チオフェンおよびフラン等の複素環化合物である。
α32，α33はそれぞれ、カルボキシル基もしくは水酸基を表す。また、化６～１０に示し
た構造式中のα6～α31はそれぞれ、水素、炭化水素基（飽和または不飽和）、炭化水素
オキシ基（飽和または不飽和）、アリール基（置換または未置換）、アリールオキシ基（
置換または未置換）、複素環基（置換または未置換）、アミノ基（置換または未置換）、
アリールアミノ基（置換または未置換）、シアノ基、ニトロ基、水酸基、ハロゲン基、シ
ラノール基、チオール基、スルホン酸基、リン酸基、リン酸エステル基、カルボキシル基
を表す。
【００３９】

【化６】

【００４０】
【化７】

【００４１】
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【化８】

【００４２】
【化９】

【００４３】
【化１０】

【００４４】
　正孔輸送層１５は、各色発光層への正孔注入効率を高めるためのものである。この正孔
輸送層１５は、例えば、厚みが５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり、例えば、ベンジジン誘
導体、スチリルアミン誘導体、トリフェニルメタン誘導体、ヒドラゾン誘導体などの正孔
輸送材料、具体的にはビス[Ｎ－(１－ナフチル)－Ｎ－フェニル] ベンジジン（α－ＮＰ
Ｄ）等を含んで構成されている。
【００４５】
　赤色発光層１６Ｒ、緑色発光層１６Ｇおよび青色発光層１６Ｂはそれぞれ、電界をかけ
ることにより、第１電極１１側から注入された正孔の一部と、第２電極１９側から注入さ
れた電子の一部とが再結合して、赤色、緑色および青色の光を発生するものである。これ
らの赤色発光層１６Ｒ、緑色発光層１６Ｇおよび青色発光層１６Ｂはそれぞれ、スチリル
アミン誘導体、芳香族アミン誘導体、ぺリレン誘導体、クマリン誘導体、ピラン系色素、
トリフェニルアミン誘導体等の有機材料を含んで構成されている。また、赤色発光層１６
Ｒ、緑色発光層１６Ｇおよび青色発光層１６Ｂが、正孔輸送性や電子輸送性を有していて
もよい。
【００４６】
　電子輸送層１７は、各色発光層への電子注入効率を高めるためのものである。電子輸送
層１７は、例えば、厚みが２０ｎｍ程度であり、トリス（８－ヒドロキシキノリナト)ア
ルミニウム（Ａｌｑ3)により構成されている。
【００４７】
　電子注入層１８は、電子注入効率を高めるためのものであり、仕事関数が小さく、かつ
光透過性の良好な電子注入材料を用いて構成されている。このような電子注入材料として
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は、例えばＬｉ2Ｏ、Ｃｓ2Ｏ、ＬｉＦやＣａＦ2等のアルカリ金属酸化物、アルカリ金属
フッ化物、アルカリ土類金属酸化物、アルカリ土類フッ化物が挙げられる。
【００４８】
　第２電極１９は、電子注入層１８に電子を注入する電極として機能するものである。第
２電極１９の構成材料としては、トップエミッション構造の場合、光透過性および導電性
を有する材料、例えばＭｇ－Ａｇ電極、Ｃａ電極などにより構成されている。特に、第１
電極１１と第２電極１９との間で発光光を共振させるキャビティ構造を形成する場合には
、例えばＭｇ－Ａｇ電極のような半透過性反射材料を用いることが好ましい。なお、この
第２電極１９上には更に、必要に応じて、電極の劣化抑制のための封止電極（図示せず）
が形成されていてもよい。
【００４９】
　保護膜３０は、例えば、厚みが５００ｎｍ以上１００００ｎｍ以下の透明誘電体からな
り、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ2 ）や窒化シリコン（ＳｉＮ）などにより構成されてい
る。
【００５０】
　封止パネル２０は、接着層３１と共に有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを封止する
ためのものである。封止パネル２０は、ガラスなどよりなる基板により構成されている。
【００５１】
　上記表示装置１は、例えば、次のようにして製造することができる。
【００５２】
　図２～図６は表示装置１の製造方法を工程順に表すものである。まず、駆動パネル１０
を、基板上に、例えばＴＦＴや各種配線層を公知の薄膜プロセスを用いてパターニングす
ることにより、画素駆動回路を形成したのち、基板全面に平坦化層を成膜することにより
作製する。続いて、図２（Ａ）に示したように、作製した駆動パネル１０上に、上述した
材料よりなる第１電極１１を形成する。このとき、例えば、駆動パネル１０の全面に、上
述した材料よりなる電極材料を例えばスパッタ法により成膜したのち、フォトリソグラフ
ィ法を用いて、画素ごとにパターニング形成する。
【００５３】
　続いて、図２（Ｂ）に示したように、駆動パネル１０の全面に、上述した感光性樹脂よ
りなる絶縁膜１２を成膜したのち、例えばフォトリソグラフィ法を用いて、第１電極１１
に対応する領域のみを選択的に除去する。これにより、絶縁膜１２に開口部１２ａを形成
し、第１電極１１の上面の一部を露出させる。
【００５４】
　次いで、図３（Ａ）に示したように、形成した絶縁膜１２の開口部１２ａごとに、上述
した材料よりなる無機酸化物膜１３を、例えば、スパッタリング法、真空蒸着法、ＣＶＤ
（Chemical Vapor Deposition：化学気相成長）法、湿式製膜法などにより形成する。
このとき、無機酸化物膜１３を、開口部１２ａの中央領域Ｄ１から周縁領域Ｄ２にかけて
の選択的な領域にのみ形成する。このため、乾式の成膜法では、シャドーマスクと組み合
わせることのが好ましい。また、湿式の成膜法では、インクジェット法やフレキソ印刷法
、あるいはシャドーマスクと組み合わせたスプレーコート法等が好ましい。なお、無機酸
化物膜１３の形成方法は上述の手法に限定されるものではなく、材料の安定性、膜質等に
より、適切な方法を選択すればよい。
【００５５】
　続いて、図３（Ｂ）に示したように、形成した無機酸化物膜１３上に、上述した正孔注
入材料よりなる正孔注入層１４を形成する。このとき、無機酸化物膜１３と同一の領域、
すなわち中央領域Ｄ１から周縁領域Ｄ２にかけて、例えばインクジェット法やシャドーマ
スクと組み合わせたスプレーコート法などの湿式の手法を用いて成膜する。
【００５６】
　具体的には、まず、上述した正孔注入材料を、例えば次に挙げるような溶媒を用いて溶
液化し、無機酸化物膜１３の表面に塗布する。溶媒としては、例えば、フェノール、シク
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ロヘキサノール、エチレングリコール、エチレングリコールジクリシジルエーテル、１，
３－オクチレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチ
レングリコール、トリプロピレングリコール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタン
ジオール、プロピレングリコール、ヘキシレングリコール、水、メタノール、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ
－メチルホルムアニリド、Ｎ，Ｎ’－ジメチルイミダゾリジノン、ジメチルスルホキシド
、クロロホルム、トルエン、メタノール、ブチルセロソルブ、ジエチレングリコールジエ
チルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、エチルカルビトール、ジア
セトンアルコール、γ－ブチロラクトン、乳酸エチル、メチルエチルケトン等のうち少な
くとも１種を混合したものを用いることができる。
【００５７】
　ここで、上記のような溶媒は、無機酸化物膜１３に対して以下のような所定の接触角と
なっていることが好ましい。すなわち、溶媒の無機酸化物膜１３に対する各領域間の接触
角差が５°以下となっていることが好ましい。例えば、開口部１２ａの中央領域Ｄ１にお
ける接触角と、周縁領域Ｄ２における接触角との差が５°以下となるようにする。これに
より、開口部１２ａの中央領域Ｄ１と周縁領域Ｄ２との間で膜厚変化の小さい正孔注入層
１４を形成することができる。
【００５８】
　但し、接触角の測定法としては、例えばθ／２法を用いる。このθ／２法は、図４に示
すように、液滴１４Ａにおける端点Ａおよび頂点Ｂを結ぶ直線と、無機酸化物膜１３のと
のなす角αから接触角θを求める手法である。これによると、重力の影響を無視できる程
の微小液滴形状は円の一部と仮定することができ、幾何の定理よりθ＝２αが成り立ち、
αを直読することで、接触角θを測定することが可能である。
【００５９】
　また、無機酸化物膜１３の表面に対し、正孔注入層１４を形成する前に、所定の表面処
理を施すことが好ましい。表面処理としては、例えばプラズマ処理、ＵＶオゾン処理等が
挙げられ、このような処理を施すことにより、上記中央領域Ｄ１から周縁領域Ｄ２にかけ
ての接触角差を小さくし易くなる。
【００６０】
　こののち、無機酸化物膜１３上に塗布した正孔注入材料を含む溶液を焼成する。これに
より、無機酸化物膜１３の表面に正孔注入層１４を形成する。
【００６１】
　次いで、図５（Ａ）に示したように、正孔注入層１４上に、上述した材料よりなる正孔
輸送層１５を形成する。このとき、正孔輸送層１５として、湿式型の正孔輸送材料を用い
る場合には、インクジェット法やスプレーコート法などにより成膜することができる。あ
るいは、真空中で気化できる正孔輸送材料であれば、真空蒸着法を用いて成膜可能である
。
【００６２】
　続いて、図５（Ｂ）に示したように、正孔輸送層１５上に、赤色発光層１６Ｒ、緑色発
光層１６Ｇおよび青色発光層１６Ｂを形成する。これら赤色発光層１６Ｒ、緑色発光層１
６Ｇおよび青色発光層１６Ｂについても、上記正孔輸送層１５と同様に、湿式型の成膜手
法あるいは真空蒸着法により形成することができる。
【００６３】
　次いで、図６（Ａ）に示したように、形成した赤色発光層１６Ｒ、緑色発光層１６Ｇお
よび青色発光層１６Ｂのそれぞれの上に、上述した材料よりなる電子輸送層１７および電
子注入層１８をこの順に形成する。このうち、電子輸送層１７については、上記正孔輸送
層１５と同様に、湿式型の成膜手法あるいは真空蒸着法より形成することができる。一方
、電子注入層１８については、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマＣＶＤ法
などにより形成することができる。
【００６４】
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　続いて、図６（Ｂ）に示したように、第２電極１９を、例えばスパッタリング法などに
より、駆動パネル１０の全面にわたって形成することにより、駆動パネル１０上に有機Ｅ
Ｌ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを形成する。こののち、駆動パネル１０の全面にわたって
、上述した材料よりなる保護膜３０を形成する。
【００６５】
　最後に、保護膜３０上に例えば熱硬化型樹脂よりなる接着層３１を塗布形成したのち、
この接着層３１の上から封止パネル２０を貼り合わせ、所定の加熱処理を行い、接着層３
１の熱硬化性樹脂を硬化させる。以上により、図１に示した表示装置１が完成する。
【００６６】
　次に、上記表示装置１の作用、効果について説明する。
【００６７】
　本実施の形態では、第１電極１１と第２電極１９との間に所定の電圧が印加されると、
有機層における赤色発光層１６Ｒ，緑色発光層１６Ｇおよび青色発光層１６Ｂに電流が注
入され、正孔と電子とが再結合することにより、赤色発光層１６Ｒでは赤色の光、緑色発
光層１６Ｇでは緑色の光、青色発光層１６Ｂでは青色の光がそれぞれ発生する。これらの
赤色，緑色および青色の光は、封止パネル２０の上面から３原色の光として取り出される
。
【００６８】
　このような表示装置１では、駆動パネル１１上に第１電極１１が画素ごとに形成され、
この第１電極１１上に開口部１２ａを有する絶縁膜１２が設けられている。この開口部１
２ａにより、第１電極１１の上面が絶縁膜１２より露出され、この上方に湿式型の正孔注
入層１４が形成されている。
【００６９】
　ここで、絶縁膜１２と第１電極１１は互いに異なる材料から形成されることが多いため
、両者の表面エネルギーの差は大きくなっている。従って、仮に、湿式型の正孔注入層が
、絶縁膜１２および第１電極１１の表面に直に成膜された場合、これらの材質の違いや、
絶縁膜１２の表面形状等により、正孔注入材料を含む溶液の絶縁膜１２および第１電極１
１に対するそれぞれの濡れ性に差が生じる。また、塗布時の正孔注入材料を含む溶液の接
触角は、開口部１２ａの各領域、例えば中央領域Ｄ１と周縁領域Ｄ２とにおいて大きく異
なってしまう。このような理由により、開口部１２ａにおける中央領域Ｄ１から周縁領域
Ｄ２にかけて、形成される正孔注入層に膜厚むらや膜抜けが生じてしまう。
【００７０】
　これに対し、本実施の形態では、絶縁膜１２および第１電極１１と正孔注入層１４との
間に、中間層として無機酸化物膜１３が中央領域Ｄ１から周縁領域Ｄ２にかけて連続的に
形成されている。これにより、正孔注入層１４の成膜時において、絶縁膜１２および第１
電極１１の各表面エネルギーの差が縮小される。よって、上記のような濡れ性の差に起因
した局所的な膜抜け（膜欠陥）等の発生が抑制される。
【００７１】
　以上のように、本実施の形態では、第１電極１１上に設けられた絶縁膜１２の開口部１
２ａの無機酸化物膜１３を中央領域Ｄ１から周縁領域Ｄ２にかけて連続的に形成し、この
無機酸化物膜１３上に湿式型の正孔注入層１４を設けたので、正孔注入層１４における膜
厚むらの発生を抑制することが可能となる。これにより、発光画素における輝度むらが発
生することを抑制できる。また、有機層成膜時における真空工程の削減につながり、中大
型ディスプレイの低コスト化および量産化に有利となる。
【００７２】
　また、絶縁膜１２を例えば加工性に優れた感光性樹脂などにより構成した場合には、こ
のような無機酸化物膜１３を用いることにより、絶縁膜１２上に正孔注入層１４を直に成
膜する場合に比べ、正孔注入層１４に対する濡れ性そのものを向上させることができる。
よって、例えば開口部１２ａの周縁領域Ｄ２において、テーパなどの表面形状等に起因し
て膜厚むらが生じることを抑制することができる。
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【００７３】
　さらに、無機酸化物膜１３の厚みを５ｎｍ以下、より好ましくは３ｎｍ以下とすれば、
無機酸化物膜１３として、半導体や絶縁体などの導電性の比較的小さな材料を用いた場合
にも、駆動電圧の増大を抑制することができる。また、逆に、導電体などの導電性の大き
な材料を用いた場合には、開口部１２ａの周縁領域Ｄ２付近での発光リークの発生を抑制
することができる。従って、上記のような膜厚条件とすることで、素子特性を大きく阻害
することなく、正孔注入層１４の成膜精度を高めることができる。
【００７４】
（実施例）
　ここで、実際に、上記無機酸化物膜１３を用いた有機ＥＬ素子を次のようにして作製し
、素子特性についての評価を行った。まず、実施例１として、平面寸法が３０ｍｍ×３０
ｍｍのガラス板からなる基板上に、第１電極１１を画素ごとにパターニング形成した。な
お、第１電極１１は、主成分をアルミニウムとし、副成分をネオジム（１０重量％）とす
る合金層とし、膜厚は１５０ｎｍとした。
【００７５】
　続いて、フェノール樹脂よりなる絶縁膜１２を、第１電極１１を覆うように基板全面に
成膜したのち、フォトリソグラフィ法を用いて開口部１２ａをパターニング形成した。こ
のとき、開口部１２ａの中央領域Ｄ１の平面寸法を、２ｍｍ×２ｍｍとした。この絶縁膜
１２上に、スパッタリング法を用いて、無機酸化物膜１３として、酸化ニオブを３ｎｍ形
成した。
【００７６】
　その後、大気に暴露し、無機酸化物膜１３の表面に窒素プラズマ処理を施したのち、こ
の上に、正孔注入層１４を塗布形成した。このとき、正孔注入材料としては、上記化１に
示したアニリン誘導体と、上記化３に示した有機酸とを、８：２の重量比で混合したもの
を用いた。但し、化１において、ＡおよびＢを化６に示した構造物、Ｃを化８に示した構
造物とし、α1～α19を水素、ｌ＋ｍ＋ｎを２０以下となるようにした。また、化３にお
いて、Ｄをベンゼン環、α32をカルボキシル基、α33をヒドロキシル基とした。このよう
な正孔注入材料を、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（以下、単にＮＭＰという）とフェノー
ルとを５：２の重量比で混合した溶媒に、固形分濃度３重量％で溶解させ、塗布溶液とし
た。この溶液を、スピンコート法により３０００ｒｐｍ、１２秒間の条件で無機酸化物膜
１３上に塗布した後、加熱炉にて２００℃、３０分の条件で乾燥させ、膜厚が２０ｎｍと
なるように、正孔注入層１４を形成した。
【００７７】
　この際、上記溶媒を用いて、無機酸化物膜１３に対する中央領域Ｄ１と周縁領域Ｄ２と
の間の接触角差を測定した（詳細は後述）。また、形成した正孔注入層１４について、膜
厚を測定した（詳細は後述）。これらの結果を、後述の実施例２～１８および比較例１，
２の結果と共に、図７および図８にそれぞれ示す。
【００７８】
　次いで、正孔注入層１４上に、ビス［Ｎ－(１－ナフチル)－Ｎ－フェニル］ベンジジン
（α－ＮＰＤ）よりなる正孔輸送層１５を、真空蒸着法により膜厚１４０ｎｍ（蒸着速度
０．２～０．４ｎｍ／秒）で成膜した。続いて、この正孔輸送層１５上に、膜厚２５ｎｍ
の発光層を真空蒸着法により成膜した。このとき、発光層は、出光興産社製ＢＨ２１５ｘ
（商品名）よりなるホストに、ドーパントとして出光興産社製ＢＤ－１４２（商品名）を
膜厚比で５％の濃度で含んだものを用いた。続いて、形成した発光層上に、トリケミカル
社製の８－ヒドロキシキノリンアルミニウム（Ａｌｑ３）よりなる電子輸送層１７を、真
空蒸着法により膜厚２０ｎｍで成膜した。
【００７９】
　続いて、上記のようにして形成した有機層上に、ＬｉＦよりなる電子注入層１８を、真
空蒸着法により約０．３ｎｍ（蒸着速度～０．０１ｎｍ／ｓｅｃ）の膜厚で形成し、更に
この電子注入層１８上に、ＭｇＡｇよりなる第２電極１９を真空蒸着法により膜厚１０ｎ
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ｍで形成した。
【００８０】
　また、無機酸化物膜１３の構成材料および膜厚を変化させたこと以外は、上記実施例１
と同様にして、実施例２～１８の有機ＥＬ素子を作製した。具体的には、実施例２～６で
は、酸化ニオブより構成した無機酸化物膜１３の膜厚をそれぞれ５ｎｍ，６ｎｍ，７．５
ｎｍ，１０ｎｍおよび２０ｎｍと段階的に変化させた。また、実施例７～１２では、二酸
化ケイ素（ＳｉＯ2）より構成した無機酸化物膜１３の膜厚をそれぞれ３ｎｍ，５ｎｍ，
６ｎｍ，７．５ｎｍ，１０ｎｍおよび２０ｎｍと段階的に変化させた。更に、実施例１３
～１８では、酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）より構成した無機酸化物膜１３の膜厚をそれぞ
れ３ｎｍ，５ｎｍ，６ｎｍ，７．５ｎｍ，１０ｎｍおよび２０ｎｍと段階的に変化させた
。
【００８１】
　更に、上記実施例１～１８の比較例１，２として、上記のような無機酸化物膜１３を用
いずに、絶縁膜１２および第１電極１１上に直に正孔注入層１４を形成した有機ＥＬ素子
を作製した。但し、正孔注入層１４を形成する前の絶縁膜１２の表面に、比較例１では窒
素プラズマ処理、比較例２ではフッ素プラズマ処理をそれぞれ施した。
【００８２】
＜正孔注入層１４の接触角差＞
　上記のように、正孔注入層１４を成膜する際に、正孔注入層１４の無機酸化物膜１３に
対する中央領域Ｄ１と周縁領域Ｄ２との間の接触角差を測定した（図７）。このとき、中
央領域Ｄ１の接触角は中心付近、周縁領域Ｄ２の接触角は絶縁膜１２の水平な領域におい
て、それぞれ主溶媒となるＮＭＰを用いて、上述したθ／２法により測定した。
【００８３】
　図７に示したように、無機酸化物膜１３を形成しなかった比較例１、２では、中央領域
Ｄ１と周縁領域Ｄ２との接触角差が５°以上となった。これに対し、無機酸化物膜１３を
用いた実施例１～１８（実施例３，９，１５を除く）では、ＮＭＰが濡れ広がり、上記接
触角差は５度以下に抑えられていた。
【００８４】
＜正孔注入層１４の膜厚評価＞
　また、上記のように、正孔注入層１４を成膜した後に、実施例１～１８（実施例３，９
，１５を除く）および比較例１，２について、正孔注入層１４の膜厚を光学式膜厚計によ
り測定した（図８）。このとき、第一電極１１上の中央領域Ｄ１における、ある一辺の中
点から画素の中心（中央領域Ｄ１の中心）に向かって、１０μｍ，４０μｍ，２５０μｍ
，５００μｍ，７５０μｍ，１０００μｍの各位置で測定を行った。
【００８５】
　図８に示したように、無機酸化物膜１３を形成しなかった比較例１，２では、正孔注入
層１４の膜厚が、特に１０μｍ位置で非常に小さくなり、４０μｍ位置で急激に大きくな
る傾向を示した。また、作製した有機ＥＬ素子の発光面では、このような膜厚むらに起因
する輝度むらが生じていた。これに対し、実施例１～１８（実施例３，９，１５を除く）
では、測定位置による顕著な膜厚変化や塗布欠陥は観察されなかった。また、発光面にお
ける輝度むらも見られなかった。
【００８６】
＜素子特性の評価＞
　更に、作製した実施例１～１８および比較例１，２の有機ＥＬ素子について、駆動電圧
（Ｖ）、発光効率（ｃｄ／Ａ）および輝度半減寿命（ｈ）について測定した。なお、これ
らの評価は全て、露点８０℃、酸素濃度０．５ｐｐｍ以下の窒素ガス雰囲気中において、
室温２５℃にて行った。また、駆動電圧は、１０ｍＡ／ｃｍ2の電流を流したときの電圧
とする。その結果を、表１に示す。また、無機酸化物膜１３として酸化インジウムを膜厚
２０ｎｍで形成した実施例１８については、絶縁膜１２の周縁領域Ｄ２において大きな発
光リークが生じたため、上記各特性の測定を見合わせた。更に、実施例１～１８および比
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較例１，２について、無機酸化物膜１３の膜厚に対する駆動電圧特性を図９に示す。但し
、実施例３，９，１５については、図９にのみ示している。
【００８７】
【表１】

【００８８】
　表１および図９に示したように、酸化ニオブや二酸化ケイ素を用いた実施例１～１２で
は、導電性が比較的小さいため、例えば膜厚２０ｎｍの実施例６，１２では高電圧化が顕
著となるが、特に膜厚５ｎｍ以下の実施例１，２，７，８では、比較例１，２よりも駆動
電圧が低くなる。一方、酸化インジウムを用いた実施例１３～１８では、導電性が比較的
大きいため、例えば膜厚２０ｎｍの実施例１８では大きな発光リークが発生するが、膜厚
５ｎｍ以下の実施例１３，１４では、十分な発光効率が得られ、発光リークが抑制される
ことがわかる。従って、無機酸化物膜１３に酸化ニオブ、二酸化ケイ素または酸化インジ
ウムを用いた全ての場合において、膜厚が特に５ｎｍ以下の実施例１，２，７，８，１３
，１４では、比較例１，２よりも低駆動電圧化することがわかった。
【００８９】
　また、膜厚５ｎｍ以下では、発光効率および輝度半減寿命についても、比較例１，２と
同等もしくはそれ以上の良好な結果が得られた。よって、無機酸化物膜１３の膜厚を５ｎ
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ｍ以下、より好ましくは３ｎｍ以下に設定すれば、正孔注入層１４の膜厚むらを効果的に
抑制すると共に、駆動電圧、発光効率および寿命などの素子特性についても良好な有機Ｅ
Ｌ素子を実現可能であることが示された。
【００９０】
（適用例およびモジュール）
　以下、上述した実施の形態で説明した表示装置１のモジュールおよび適用例について説
明する。表示装置１は、テレビジョン装置，デジタルスチルカメラ，ノート型パーソナル
コンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力され
た映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆ
る分野の電子機器に適用することが可能である。
【００９１】
（モジュール）
　表示装置は、例えば図１０に示したようなモジュールとして、後述する適用例１～５な
どの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、駆動用基板１０の一辺に、封止
パネル２０から露出した領域２１０を設け、この領域２１０に後述する信号線駆動回路１
２０および走査線駆動回路１３０の配線を延長して外部接続端子（図示せず）を形成した
ものである。外部接続端子には、信号の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板（
ＦＰＣ；Flexible Printed Circuit）２２０が設けられていてもよい。
【００９２】
　駆動パネル１０には、例えば、図１１に示したように、表示領域１１０と、映像表示用
のドライバである信号線駆動回路１２０および走査線駆動回路１３０が形成されている。
表示領域１１０内には画素駆動回路１４０が形成されている。表示領域１１０は、有機Ｅ
Ｌ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを全体としてマトリクス状に配置したものである。
【００９３】
　画素駆動回路１４０は、図１２に示したように、第１電極１１の下層に形成され、駆動
トランジスタＴｒ１および書き込みトランジスタＴｒ２と、その間のキャパシタ（保持容
量）Ｃｓと、第１の電源ライン（Ｖｃｃ）および第２の電源ライン（ＧＮＤ）の間におい
て駆動トランジスタＴｒ１に直列に接続された有機ＥＬ素子１０Ｒ（または１０Ｇ，１０
Ｂ）とを有するアクティブ型の駆動回路である。駆動トランジスタＴｒ１および書き込み
トランジスタＴｒ２は、一般的な薄膜トランジスタＴＦＴにより構成され、その構成は例
えば逆スタガー構造（いわゆるボトムゲート型）でもよいしスタガー構造（トップゲート
型）でもよく特に限定されない。
【００９４】
　画素駆動回路１４０では、列方向に信号線１２０Ａが複数配置され、行方向に走査線１
３０Ａが複数配置されている。各信号線１２０Ａと各走査線１３０Ａとの交差点が、有機
ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂのいずれか一つに対応している。各信号線１２０Ａは、
信号線駆動回路１２０に接続され、この信号線駆動回路１２０から信号線１２０Ａを介し
て書き込みトランジスタＴｒ２のソース電極に画像信号が供給されるようになっている。
各走査線１３０Ａは走査線駆動回路１３０に接続され、この走査線駆動回路１３０から走
査線１３０Ａを介して書き込みトランジスタＴｒ２のゲート電極に走査信号が順次供給さ
れるようになっている。
【００９５】
（適用例１）
　図１３は、上記実施の形態の表示装置１が適用されるテレビジョン装置の外観を表した
ものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル３１０およびフィルター
ガラス３２０を含む映像表示画面部３００を有している。
【００９６】
（適用例２）
　図１４は、上記実施の形態の表示装置１が適用されるデジタルスチルカメラの外観を表
したものである。このデジタルスチルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部４１０、
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表示部４２０、メニュースイッチ４３０およびシャッターボタン４４０を有している。
【００９７】
（適用例３）
　図１５は、上記実施の形態の表示装置１が適用されるノート型パーソナルコンピュータ
の外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５１
０，文字等の入力操作のためのキーボード５２０および画像を表示する表示部５３０を有
している。
【００９８】
（適用例４）
　図１６は、上記実施の形態の表示装置１が適用されるビデオカメラの外観を表したもの
である。このビデオカメラは、例えば、本体部６１０，この本体部６１０の前方側面に設
けられた被写体撮影用のレンズ６２０，撮影時のスタート／ストップスイッチ６３０およ
び表示部６４０を有している。
【００９９】
（適用例５）
　図１７は、上記実施の形態の表示装置１が適用される携帯電話機の外観を表したもので
ある。この携帯電話機は、例えば、上側筐体７１０と下側筐体７２０とを連結部（ヒンジ
部）７３０で連結したものであり、ディスプレイ７４０，サブディスプレイ７５０，ピク
チャーライト７６０およびカメラ７７０を有している。
【０１００】
　以上、実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではなく、種々変形が可能である。例えば、上記実施の形態では、湿式型有機層とし
て正孔注入層１４を例に挙げて説明したが、本発明は、他の有機層、例えば正孔輸送層１
５、各色発光層および電子輸送層１７のうち少なくとも１層を、湿式型とした場合にも適
用可能である。
【０１０１】
　また、上記実施の形態では、絶縁膜１２が感光性樹脂などの有機材料により構成された
場合を例に挙げて説明したが、この絶縁膜１２は例えば酸化シリコンなどの無機材料によ
り構成されていてもよい。このような場合であっても、絶縁膜１２および第１電極１１は
互いに異なる材料で構成されることとなるため、各表面に対する正孔注入層１４の濡れ性
に差が生じる。従って、絶縁膜１２が無機材料により構成された場合であっても、絶縁膜
１２および第１電極１１の上に無機酸化物膜１３を連続的に形成することにより、本発明
と同等の効果を得ることができる。但し、絶縁膜１２の加工性の観点から上述したような
有機材料を用いることが望ましい。
【０１０２】
　更に、上記実施の形態では、発光層として赤色光、緑色光および青色光をそれぞれ発生
する発光層を画素ごとに分離形成した構成を例に挙げて説明したが、発光層の構成はこれ
に限定されない。例えば、赤色光、緑色光および青色光をそれぞれ発生させる発光層を厚
み方向に基板全面にわたって積層することにより、全体として白色光を発生させるように
してもよい。あるいは、橙色発光層と青色発光層、青緑色発光層と赤色発光層など、互い
に補色関係にある２色の発光層を積層した構造としてもよい。このような場合には、例え
ば封止パネル２０の一面にＲ，Ｇ，Ｂのカラーフィルタを配設することにより、３原色光
として取り出すことができる。
【０１０３】
　また、上記実施の形態では、各色有機ＥＬ素子における正孔注入層１４、正孔輸送層１
５、電子輸送層１７および電子注入層１８を素子ごとに分離形成した構成を例に挙げて説
明したが、これらの層を各素子に共通の層として基板全面にわたって一括形成してもよい
。
【０１０４】
　更に、上記実施の形態において説明した各層の材料および厚み、または成膜方法および
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成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、または他の
成膜方法および成膜条件としてもよい。
【０１０５】
　加えて、上記実施の形態では、有機ＥＬ素子および表示装置の構成を具体的に挙げて説
明したが、必ずしも全ての層を備える必要はなく、また、他の層を更に備えていてもよい
。
【０１０６】
　また、上記実施の形態においては、駆動パネル１０と封止パネル２０とを接着層３１を
介して貼り合わせることにより有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを封止する場合につ
いて説明したが、封止方法は特に限定されるものではなく、例えば駆動パネル１０の背面
に封止缶を配設することにより封止するようにしてもよい。
【０１０７】
　更に、上記実施の形態において、封止パネル２０を構成する基板の一面に、有機ＥＬ素
子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの配置に対応して、赤色、緑色および青色の各色カラーフィル
タを設けるようにしてもよい。これにより、有機ＥＬ素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂのそれ
ぞれで発生した光が３原色の光として取り出されると共に、各層において反射された外光
等が吸収され、コントラストが改善される。なお、このようなカラーフィルタは、駆動パ
ネル１０の側に設けられていてもよい。
【０１０８】
　加えて、例えば、上記実施の形態では、第１電極１１を陽極、第２電極１９を陰極とす
る場合について説明したが、陽極および陰極を逆にして、第１電極１１を陰極、第２電極
１９を陽極としてもよい。この場合、第２電極１９の材料としては、金，銀，白金，銅な
どの単体または合金が好適である。
【０１０９】
　また、上記実施の形態では、有機ＥＬ素子が適用される表示装置として、ＴＦＴを用い
たアクティブマトリックス方式の表示装置を例に挙げて説明したが、これに限定されず、
パッシブ方式の表示装置にも適用可能である。
【０１１０】
　更に、上記実施の形態では、第２電極１９の側から発光光を取り出す「上面発光型」の
有機ＥＬ素子を例に挙げて説明したが、これに限定されず、透過型の有機ＥＬ素子として
もよい。この場合には、駆動パネル１０を透明材料で構成し、第１電極１１から第２電極
１９までの積層構造を逆に積層した構造とすればよい。
【０１１１】
　加えて、上記実施の形態で説明した発光層を有する有機層のユニット（発光ユニット）
を厚み方向に積層してなるスタック型の有機ＥＬ素子としてもよい。ここで、スタック型
とは、マルチフォトンエミッション素子（ＭＰＥ素子）とも呼ばれる構成であり、各発光
ユニットが絶縁性の電荷発生層で仕切られている構造である。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の一実施の形態に係る表示装置の概略構成を表す断面図である。
【図２】図１に示した表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。
【図３】図２に続く工程を表す断面図である。
【図４】図３に示した工程において接触角の測定方法を説明するための模式図である。
【図５】図３に続く工程を表す断面図である。
【図６】図４に続く工程を表す断面図である。
【図７】本実施例および比較例の正孔注入層の無機酸化物膜に対する接触角差を示す図で
ある。
【図８】本実施例および比較例の正孔注入層の膜厚を示す図である。
【図９】本実施例および比較例の有機ＥＬ素子の駆動電圧特性を示す図である。
【図１０】本実施の形態の表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である。
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【図１１】図１０に示したモジュールにおける表示装置の駆動回路の構成を表す平面図で
ある。
【図１２】図１１に示した画素駆動回路の一例を表す等価回路図である。
【図１３】本実施の形態の表示装置の適用例１の外観を表す斜視図である。
【図１４】本実施の形態の表示装置の適用例２の外観を表す斜視図である。
【図１５】本実施の形態の表示装置の適用例３の外観を表す斜視図である。
【図１６】本実施の形態の表示装置の適用例４の外観を表す斜視図である。
【図１７】本実施の形態の表示装置の適用例５の外観を表す斜視図である。
【図１８】従来例に係る有機ＥＬ素子の概略構成を表す断面図である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１…表示装置、１０…駆動パネル、１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ…有機ＥＬ素子、１１…第
１電極、１２…絶縁膜、１２ａ…開口部、１３…無機酸化物膜、１４…正孔注入層、１５
…正孔輸送層、１６Ｒ…赤色発光層、１６Ｇ…緑色発光層、１６Ｂ…青色発光層、１７…
電子輸送層、１８…電子注入層、１９…第２電極、２０…封止パネル、３０…保護膜、３
１…接着層。

【図１】 【図２】



(21) JP 2010-93025 A 2010.4.22

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(22) JP 2010-93025 A 2010.4.22

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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